
MOVPE法を用いた Si添加 AlInN/GaNヘテロ接合の電気的特性 

Electrical properties of Si doped AlInN/GaN heterostructures grown by MOVPE  
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【はじめに】青色 VCSELの要素構造である Al0.82In0.18N/GaN DBR に電気伝導性を持たせることが

できれば、縦方向電流注入、ひいては短共振器が可能になり、簡易なプロセスによる素子形成と

その素子特性向上が期待できる。AlInN/GaNによるHEMT構造[1][2]の報告は多数なされているが、

AlInN 自体の電気的特性は必ずしも明らかになっていない。我々はこれまでに AlInN の高速成長

（0.52µm/h）を実現しており、今回その条件を用いて、比較的厚い（200nm）AlInN への Si 添加

を行い、その電気的特性を検討した。 

【実験・結果】減圧 MOVPE 法によりアンドープ GaN テンプレート上に 0.52µm/h で Si 添加

Al0.83In0.17N を成長させた。膜厚は結晶性が大幅に悪化しない約 200nmとし、n型ドーパント原料

である SiH4を 0～50sccmと変化させて供給した。n型電極として Ti/Al/Ti/Auを使用し、ホール効

果測定を行った。図 1 に SiH4流量に対するキャリア濃度と移動度を示す。SiH4が 0sccm の場合、

1.5×10
18 

cm
-3 のキャリアが生成しているものの、SiH4 流量増加に伴い、キャリア濃度は 1.3×

10
19

cm
-3まで増大し、移動度は大きく減少することがわかった。一方、SiH4が 20sccmの試料のキ

ャリア濃度は、図 2 に示すようにほとんど温度依存性がなかった。以上のことから、SiH4流量が

少ない場合には、AlInN/GaN ヘテロ界面に形成される 2DEG が支配的である一方、SiH4流量が多

い場合には、AlInN 厚膜自体の電気的特性の情報も得られていると考えている。 

 図 1  SiH4流量に対するキャリア濃度および移動度   図 2 キャリア濃度の温度依存性 
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